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【はじめに】p 型 AlGaN はドーパントの Mg のイオン化エネルギーが大きいためホール濃度が低

い。この問題に対して、分極を用いたキャリア生成が注目されている。[1,2]これは窒化物半導

体に存在する大きな分極の負電荷側に正電荷であるホールが引き寄せられる現象である。そ

こで我々は高 AlN モル分率 p-AlGaNにおいて分極によるキャリア生成の確認を行った。 

【実験・結果】図 1に示すように、我々は AlNテンプレート上にアンドープの Al0.7Ga0.3N を成長

させた後、Mg をドーピングした組成傾斜(graded)AlxGa1-xN（x:0.7→0）を成長させた。ホール

効果測定により電気的特性を測定した。比較には p-GaN を用いた。ホール濃度の温度依存性

の測定結果を図 2 に示す。graded-AlGaN ではシートホール濃度が 10
13

cm
-2以上と高く、その

温度依存性は p-GaN と比べて弱いことがわかる。測定値にバラつきはあるものの、低温領域

では分極電荷の理論値（2x10
13

cm
-2）に近い値を示している。また、組成傾斜層全体を観測し

ていると仮定するとホール濃度は 10
18

cm
-3 と換算される。これらの結果より、graded-AlGaN

では分極電荷によりホールが生成されたと考えられる。組成傾斜による分極の利用は深紫外

デバイスの p 型 AlGaN に有用であり、検討を進めることでデバイス特性の改善が期待できる

と考えられる。 
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図 1 サンプル構造 図 2 ホール濃度の温度依存性 
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